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POWER EDP3032
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POWER EDP3032
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POWER EDP3032
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	特点
	概述
	EDP3032是为全协议快充适配器设计的一颗SOC芯片，内部集成了QC2.0、QC3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A快充协议；支持输出电压自适应，还集成了输出欠压、过压、短路保护等多重安全保护功能。
	应用范围
	管脚定义
	电气参数（TA = +25 C)
	极限参数
	PCB 设计参考：
	1，芯片管脚的画板要注意信号完整性及避开热源，芯片下面需敷铜散热（IC衬底要连接到PGND),散热面积尽量大，衬底焊盘打通孔到PCB底层，并适当露铜皮增强散热。
	封装外形尺寸:

